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層状 2次元磁性体 La5Mo4O16の純良多結晶作製とドーピング効果 

 
【背景・目的】 

La5Mo4O16は遷移金属 Moを中心に持つ八面体

MoO6が正方格子を組む層状構造をとる。また面間

は low spin状態で非磁性となる Mo2O10クラスタ

ーで繋がっている。磁気構造は、190K以下で面内

はフェリ磁性秩序を示し、面間では反強磁性であ

るが、0.5T以上の磁場下では面間強磁性になる。

低温では磁場を 0Tに戻すと反強磁性に緩和する

現象がみられ、緩和時間は熱活性の式に従うこと

が知られている[1]。また特徴的な磁気抵抗を示す

ことも知られている[2]。これらの研究で用いられ

た単結晶は、融解塩電解法で作製され非常に小さ

なものであった。さらに多結晶は通常の固相反応

法では作製できないとされていた。本研究では、

多結晶の La5Mo4O16を作製し、物性を調べること

を目的とした。さらに Laを Ca置換して Moへの

ドーピングを目指した。 

【実験方法】 

La5Mo4O16は原料 La2MoO6とMoO3を化学量論

比で混合し Moの価数を 6価にし、Moを還元剤と

して試料と共に真空封入し 1250℃で焼結した。ま

た La5-xCaxMo4O16 は上記の原料の他に CaMoO4

を混合し同様に真空封入して 1250℃で焼結した。 

【実験結果・考察】 

La5Mo4O16の磁化測定を図 1に示す。H=0.1Tで

は 190K で反強磁性転移に対応するカスプが見ら

れた。一方、H=5Tのときに磁化は 200K以下で急

激に増大した。これらの結果は単結晶の結果とほ

ぼ一致している。また 5T で磁場中冷却し,複数の

温度下で零磁場での磁化の緩和測定を図 2に示す。

この結果から単結晶の場合とは異なり、多結晶

La5Mo4O16 では磁化が緩和しないことがわかっ

た。この理由として、多結晶の粒界の影響が考え

られる。多結晶では磁壁が粒界の影響でピン止め

され、反強磁性に戻りにくくなると考えられる。 

La5-xCaxMo4O16 の磁化測定の結果を図 3 に示

す。Ca置換と共に反強磁性転移温度が低下するこ

とがわかる。抵抗測定結果を図 4 に示す。この結

果より Ca 置換すると抵抗の値が大きくなること

がわかった。また熱重量測定において Ca置換した

試料では Mo の価数があまり変わっておらず、こ

れは酸素欠損によると考えられる。抵抗の上がっ

た理由として酸素欠損が起きたことで面内の Mo4+

とMo5+の配置が変わり乱れが導入されたことが考

えられる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 多結晶 La5Mo4O16の磁化の温度依存性 

 
図 2 多結晶 La5Mo4O16の磁化の緩和 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 La5-xCaxMo4O16の磁化の温度依存性 

 
  図 4 La5-xCaxMo4O16の電気抵抗率の温度依存性 
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